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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу: «Фізичні та технологічні основи спінтроніки»– це дисципліна, в 

якій вивчаються принципи побудови і функціонування пристроїв 

та систем  спінтроніки. Мета дисципліни – вивчення принципів 

дії, схемотехніки, характеристик та конструкції пристроїв 

спінтроніки.  Фізичні процеси, явища і ефекти, на   яких базується 

принцип дії пристроїв спінтроніки, а також основи їх 

функціонування, та можливості використання приладів в 

електронній апаратурі. Аналіз електричних схем, аналіз вірності 

вибору пристроїв спінтроніки,  параметри та характеристики 

пристроїв та систем  спінтроніки. Технологічні процеси, 

застосовувані при виготовленні спінтронних  приладів. 

Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основні терміни та визначення дисципліни. 

- глибоко вивчити фізичні процеси, що протікають  в 

спінтронних наноелектронних елементах , їхню конструкцію; 

- розширити знання про технологічні процеси, застосовувані 

при виготовленні спінтронних  приладів в умовах гнучкого 

автоматизованого виробництва; 

 - вивчити принципи побудови, функціонування і технології 

виготовлення спінтронних наноелектронних пристроїв. 

- навчитися оцінювати перспективність різних типів 

спінтронних приладів й поліпшувати їхні вихідні 

характеристики при припустимих паразитних параметрах; 

- набути навички (основи) ведення науково-дослідної роботи 

(виконання розрахунків на ЕОМ при оптимізації конструкцій 

спінтронних  приладів); 

- уміти аналізувати результати розрахунку й прийняті 

конструкторські рішення з метою забезпечення міцності, 

надійності, довговічності, технологічності, зниження маси, 

габаритних розмірів і вартісних показників проектованих 

спінтронних наноелектронних пристроїв; 

- вміти використовувати набуті знання при аналізі електричних 

схем, аналізі вірності вибору елементної бази, побудови 

мікроелектричних приладів, визначати експериментально  

параметри та характеристики спінтронних наноелектронних 

пристроїв 

Передумови до початку 

вивчення: 

Вивчення дисципліни «Фізичні та технологічні основи 

спінтроніки»– базується на таких дисциплінах як: Твердотільна 

електроніка, Фізичні основи електроніки,  Фізика, Вища 

математика, Магнітоелектроніка. 

 

 

 

 



Мета курсу (набуті компетентності) 

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступних компетентностей: 

1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

3. Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання в 

галузі  електроніки.  Знання принципів методов, технології та  засобів для 

проектування і розробки спінтронних  пристроїв.. 

4. Здатність обґрунтовувати порядок проведення дослідження спінтронних 

наноелектронних пристроїв,  на    яких базується принципи дії  електронних 

спінтронних приладів 

5.  Вміти використовувати набуті знання при аналізі електричних схем, аналізі 

вірності вибору елементної бази, побудови мікроелектричних приладів, визначати 

експериментально  параметри та характеристики спінтронних наноелектронних 

пристроїв. 

 

 

Структура курсу 

 

№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

1.  Введення. Момент 

імпульсу і спин. Фізичні 

особливості 

нанорозмірних структур. 

Спінові ефекти. 

Денне 

4/0/4 

 

Заочне 

2/0/2 

Роль дисципліни у вивченні електронних 

приладів. Фізичні особливості 

нанорозмірних структур. Спінові ефекти. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

 

2.   Матеріали для 

спінтроніки. Технологічні 

процеси виготовлення 

спінтронних  приладів 

Денне 

8/0/2 

 

Заочне 

2/0/2 

Феромагнетики. Мультиферроіки. 

Магнітоелектрики. Магнітні 

напівпровідники. 

Технологічні процеси, застосовувані при 

виготовленні спінтронних  приладів 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

3.  Спінтронні прилади. 

Спіновий транзистор 

Джонсона. Магнітний 

тунельний транзистор 

Денне 

4/0/2 

 

Заочне 

2/0/0 

 Принцип дії. Конструкції. Основні 

характеристики. Галузь застосування 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

4.  Спін-польові транзистори.  

Часопролітний спіновий 

транзистор 

Денне 

4/0/2 

 

Заочне 

0/0/0 

Принцип дії. Основні параметри. Галузь 

застосування 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

5.   Сенсори на основі 

гігантського магнітоопору. 

Денне 

4/0/2 

 

Заочне 

2/0/0 

 Принцип дії. Конструкції. Основні 

параметри. Галузь застосування. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

6.  Енергонезалежна пам'ять 

на основі спін-залежного 

тунелювання. 

Енергонезалежна пам'ять 

на основі велетенського 

магнітоопору. 

Денне 

4/0/2 

 

Заочне 

2/0/0 

 Принцип дії. Основні параметри. Галузь 

застосування 

 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 
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Оцінювання курсу 

За кожне виконане завдання студент отримає визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Участь в обговоренні 10 

Практичні заняття 40 

Індивідуальні завдання 30 

Залік 20 

Разом 100 

 

 

Шкала оцінювання студентів 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

  

 



Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами 

дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні сертифікату 

про проходження курсу студенту можуть бути перезараховані 

певні бали за завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики 

академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені 

відповідними посиланнями. Списування є забороненим. 

Запізнені завдання і 

пропущені заняття: 

Всі завдання та аудиторні заняття передбачені програмою курсу 

мають бути виконані і оцінені в спосіб та строки визначені 

«Положенням про порядок відпрацювання пропущених занять 

студентами у Східноукраїнському національному університеті 

імені Володимира Даля» 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно 

до діючого розкладу, в тверезому стані та вдягнені відповідно 

до Уставу Університету (Кодексу поведінки студента) та з 

дотриманням вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

− не вживають їжу та жувальну гумку; 

− не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

− не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

− є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

− розраховують тільки на власні знання (не шукають інші 

джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

− не заважають іншим; 

− виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 

 


